- Microprocessadores —

Cap. 1 - Memoérias

[

Prof. Alan Petrénio Pinheiro

1 - Introducdo e conceitos

Computador
Memoéria
Unidade Unidade principal
aritmética de controle (semicondutora)

. ¥

«— Processador central (CPU) —

N/

Armazenamento
auxiliar de massa

(iita, disco)
* Célula x Palavra x Capacidade
;
Entrada de dados Células de meméria
Enderegos
0[{1|1]|0(00000
NN 1/|0({0|1|00001
MSB soEr t[1]1]1]o0010
- A _ Gomando de TTolololooo1
- a, Meméria VW [ leitura/escrita
L el a0 toaggo (9]0 [0] T]00100
A, ME =— de memdria o|ofofo|00101
- A I
0,0, 0, O, 1/1]o|1]|11101
1]1{0|1]|11110
Of1 1|1 (11111

Saida de dados
* Operagao:
1 - aplicar endereco
2 — habilitar dispositivo
3 - colocar os dados no barramento dados
4 — Leitura: habilitar tristate (OE)
5— Escrita: dados para escrever
6 — habilitar pino escrita
7 — desabilitar pinos controle e desativar chip (CE/CS)
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* Conceitos:
— Tempo de acesso: recebimento x disponibilidade
— Memodria de acesso aleatério (RAM)
— Memdria apenas de leitura (ROM)
— Dispositivos de memoria estatica
— Dispositivos de meméria dinamica

”

— “Memoria principal” e memoria auxiliar

— Memédria cache

| Processor
Graphics

"
1 1 | Processador ~ Cache
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2 - Barramentos

de endsrago
cpU Clde Cldo
meméria meméria
Barramento
de dados [ K 4 ¥
Bamamento de controle

o Operagdo de escrita:
o 1-CPU manda enderego de memoria
o 2-—Habilitagdo de CE ou CS da memoria
3 - CPU coloca dado a ser armazenado
4 —CPU ativa linha controle escrita (WR ou W/R
5 — Memoria decodifica endereco e modifica célula

o

o

[e]

| ——




Barramento de endereco

Y Y o

cpU Clde Cl de
memria meméria
de dados [ I 1 o

Barramento de controle

o Operagdo de leitura:
o 1-CPU manda enderego de memoria
2 — Habilitagdo de CE ou CS da memoria
3 - CPU ativa linha controle leitura (RD ou W/R)
4 — Memoria decodifica enderego e coloca no buffer de saida

o 0O O O

5 - Saida tristate ativada

* Arquitetura da ROM:
rquitetura da .
SELEGAO
DALINHA Goluna o Coluna 1 Goluna 2 Goluna 3
Decodcador | -——Liba
fo - Regewader_ | [Regievador] | [Regiswacor] | [Regisiraaer]
i e [ :s :s z: EE
{
Linha
T
Regsiador| | | [Fegieador| | | [Regisager] | | [Fegwtador
e Cpms et e Epim [
]
Linha
2
Regisuador] | | [Registador] | | [Registader] | | [Fegistador
e el e 6 e E 10 g7 [E 14 g
1
Linha
3
jsirador] | | [Fegistador] | | [Registador] | | [Regiswador
Cpmt Cpat Cpimt €
seiccho U U U U
DA COLUNA| H
0 Colunao
Decodifcador || ol
P Coluna T I
2 Colunaz
Aa—w MsB [5 Goluna 3
s Butiers
CSCE  dwsaa |
D, D D D D3 0 D, Dy

* Tipos de ROM:
3.1- M-ROM

‘Salda do dados

Linha 0 +Vas
o E o g (/e [Ee
Ars o]
e
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3 - Memorias ROM e derivadas:

decodificacdo e circuitos

1 . A v —e0;
* Diagramageral: *— .. =&
Entradas A2®—| 16xs | _ap; Saids
do enderego [—e D, de dados

A o— D,
- —eD,
Ao —eo Do
‘i - vistate
&S (selegao do chip)
Entrada de controle
b
Enderego Dados Endereco Dados
Palavia| Ay A, Ay Ag D7 Dg Ds D4 Dy D; Dy Do Palavra) Ay A; A1 Ay | D;-Do
0 |o o0 o0 O0f1 101 1110 o o DE
Tlo o5 oot iioio 5 ; *
AR ER I R 3 ! N
Sloo i iliododity : : -
Qo toslonalias : : =
sleiafforiiiaty 2 : 1
Slo i ¥ d|coos0aso 5 : =
AIRRRIIEEREREE
o 7 T ED
s |1 00 ojoot 11100 ¢ e «©
i1 0 0 111 1111111 2
101 0 1 0f1 01 11000 10 A B8
"1 01 1f1 10001 11 n B cr
22 |1 1 0 0f0 0100 1 11 12 c 27
/1 1 0 1(f0 1 101010 13 ] 6A
14 (1 11 01 1010010 14 E D2
501 1 1 1]0 1011011 15 F 58 8

[@

¢ Temporiza¢do da ROM
— Tacc= tempo de acesso
— Toe= habilitagdo de saida

1 1 r 1
Entradas Endereco : Nove :
de endereco anterior | enderego valido |
i 1
i T 0
| i
i I
i I
I i
i I 0
1 i tor |
Saidas | Altaimpedancia | ! s

de dados W/////////////WE Sados ida

— . Tempo

to bk 1

* 3.2-PROM

Linha 0

+Vaa/Vp +Vaa/Vpp

Fusivel

Fusao do fusivel

H
i« Linhas de dados —

(colunas)
\i
‘f‘d. Dados >0
armazenados




3.3 - EEPROM

Alta tensdo reversa entre gate e dreno remove carga

30/10/2013

condutiva
2 R — st
ey
a— ENDEREGO | ENDEREGOESTAVEL |
7 —810; . i :
—e10, § ]
Entradas de —®110g - s ;
endereco —®10, ) Dados  ©F 1
EEPROM |40, L P H
BKx8 ' ~!
e 10, = w
.10, o .
—e 10, R
oF ks i M
Envradas [ i
ﬂewmm!n{ Gk ; P ) :
S N s

e o 7]

]
* 3.3-EPROM
- pulso alta tensdo armazena carga condutiva
Voo +Vpp Janelas para
T apagamento por UV
N EPROM o,
12 8KXx8 ¥V e
A Ds
. o,
de enderego]  +
LA D,
— 27C64 —e . (b)
Saidas
Ay Dy de dados
Dz
_ o,
»2 D, Entradas Saidas
Entadas oE N Modo CE|OE|PGM| VPP |D;-Dg
) 0 Leitura 0 o |1 0-5V | Saida de dados
de conurole | i ° Desabitagao |0 |1 |1 | 0-5V |Ala
0 de saida impedancia
T Standby [ESES X Alta impedancial
= @ Programagao 0 1 0 \1/2,75 Egév:sdade
Verificacao da [0 [0 |1 1V2,75 Saida de dados.
13

———— |
4 — Memoria RAM e derivadas:

decodificacdo e circuitos
* Arquitetura

Entradas de dados.

* Tipos:

lag l2g lig lo

- escrita

w0
- OR/W{ - lelura

o [0 | Registradoro
g " Registrador 1
T Ao [z - Registrador 2
8 As®—+ Decodificador| 1 [
o Aze—s ! i 2
S Are—s] ! | Selegéo do chip
£ Aje—sl ' i (€s)
I 182" Registrador 62 TS = 0 habilita
63
=] Registrador 63 EDOCDET
ESCRITA

Seleciona
um registrador

O3 0z Oy O
Saidas de dados

* 4.2 - DRAM

Entradas de enderego da coluna
As A5 Ay Ay Ay Ay Ag

Decodificador 1 de 128 |«— Seleciona 1 das 128 colunas

A2 @ Ve Enradas

4.1 - SRAM pam 1o, e

: .l Modo WE CS, CS, OE | Pinosde IO

Ay &——  spAM el 7
A, & gkxs [—®10, [LETURA 70 1 0 [Sadadedados
WE o—Q)f 10, ESCRITA 0 0 1 X |Entadade dados
Gs, &—0f | ei0, [Desabiitasaisal 1 X X 1 |ARaimpedancia
cs, #—"| MCM |10, [Naoselcionada] X 1 X X |Alaimpedancia
OF e—(|  6264C | el0, (standby) X X o X

X = imelevante

’ o H T

CIGLO DE ESCAITA

|
¢ Multiplexa¢do de pinos

2 .
£ - r
g | o
gl< o Célula de meméria
el 3
g|< o
3% [
Bi< g Y 12
3| s | linhas
v g |||
3| g |1
8 -
ile o
&
Seleciona 128 colunas
1 das 128 linhas.
ENTRADA ___ o7, l e
DE DADOS swi SW. SW3 g@g:oos

&)

‘Amplificador
sensor

*MUX = 0 ransmite 0 endereco Ag=A, da CPU para a DRAM.
MUX = 1 transmite o enderago Aq—A; da CPU para a DRAM.

Ars As A
A A A
AT A A1
Ago [>T Ara ﬁ"
A A 1
Ay e Ay, Sistoma v ] AdA,
P — de s (2 Ao
ooy 4% o Bl | cpy e 3 :1::0 DRAM [ ENTRADADE DADOS
A A; ROMou 7 £ Gy 64K
N & A H At -+ SAIDA DE DADOS
Ay Lol a; esdiica o Re/hrs
A& K x Agihsy
\y T T 3 '
|
Ay bl iy o
e Ty %
,_.de endereco MUX* RW RAS CTAS
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* Funcionamento 5 — Projeto de banco de memorias
e enderago A
:
1 1 ' ' e
' ' ! ! T~ Barramento
1 e ¢ Tamanho da Li- e endarego
hs : tos ] —
DIAGRAMA EM BLOCOS FUNCIONAIS FAS CTAS W L L) | . ~-
— ‘ palavra:
N h = .} Az Ay A Ag Ag Ay Ay Ag
i) —_
—Rw R
;D:adlrahv da coluna. RAM 0 I
g " e "
T
A mairiz de 126K | ¢ | matiz do 128K 1104110, 110, 1/0y) 1/051/0,1/0, 110y
: 5 So\-d;node
2 i 2 o | e Rogetrador Dy@ i .
! EILE ey oot | L
- D@t -
& Dy@ Tt +——+— Barramento
d D@ T
1 D, ® I 1 I I
i D@ T T
i L 7
a | mare do 128K — "Faixa de enderegos de 0000 a 1111(16 palavras)” —
Tamanho da palavra de 8 bits
Os 4 bits de mais alta ordem de cada Os 4 bits de mais baixa ordem de cada
palavra sao armazenados na RAM O palavra sao armazenados na RAM 1
L .

¢ Capacidade
D A
T T
A . ;
H Barramento de enderego de 10 linhas T | .~ Barramento
H H .+ deenderego
Ao ' P
_ T (—
! L
J <
R/W ’
As Az Ay Ag Az Az Ay Ag
_ RAM O = RAM 1
cs 16 x4 cs 16 x4
R/W RIW
110,110,170, 110, 1105 /0,110, 110,
1 ° . ro
' i
Do os p—— " T ® . |~ Barramento
“Todas as entradas e
estéo conectadas umas as outras Barramento ! > (— sl ks
de dados ) : -
- foo
Faixas de enderego: 00000 a 01111 — RAM 0
10000 a 11111 — RAM 1
Total 00000 a 11111 - (32 palavras)
21 2

Ass —

Aus i

N T

A‘“ " Barramento de enderego [16]
2 5

>

P

Decodificador

[11] [11] [11]

g

¢ dedpara ?
|~ 8linhas
L 2
3
Barramento
A 1de8 4 |__ _ _
d CDENH}\E E374ALS138 5 Ko K1 K2 Ka
— 6
e 7 ArAn AAio ) AR
—-qEl
PROM 0 PROM 1 PROM 2 PROM 3
Odmd‘mdmj S 2K S 2k S T2k S "2k x8
seleciona um CI
de meméria determinado 0,0, 0,-0, 0,0 0,-04
por A=Az
O] 8] 8] 8
D7
H Barramento de dados [8]
D,




